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FIZICĂ ŞI INGINERIE 

 

STUDIUL PROPRIETĂŢILOR FOTOELECTRICE ALE  
HJ CU STRATURI SUBŢIRI ГЧTО/CНTО 

Dumitru SCORTESCU, FКМuХЭКЭОК НО FТгТМă şТ IЧРТЧОrТО 

This paper presents the investigation of the curent-voltage and 
capacitance-voltage caracteristics of the ZnTe/CdTe heterojunctions (HJs) 
fabricated by close space sublimation method. The analysis of characteristics 
indicates to existence of a high resistive layer at the interface of ZnTe/CdTe. 
It is established that the forward current is dominated by the diffusion and 
generation-recombination processes at the low biases and by the drift-
diffusion model at high biases. Capacitance–voltage measurements indicate 
the considerable numbers of deep recombination centers in the depletion 
region of the ZnTe/CdTe HJs. 

SЭЮНТОrОКăМШЦpХОбăăКăНОpОЧНОЧĠОХШrăМЮrОЧЭЮХЮТăОХОМЭrТМăşТăМКpКciЭă-
ĠТТăНОăЦărТЦОКăşТăpШХКrТЭКЭОКă ЭОЧsТЮЧТТ,ăКpХТМКЭОă ХКăНТПОrТЭОă ЭОЦpОrКЭЮrТă
ale ЦОНТЮХЮТăьЧМШЧУЮrăЭШr,ăpОrЦТЭОăКăsЭКЛТХТăЦШНОХЮХăНОăЛОЧгТăОЧОrgeti-
МОăКХОăСОЭОrШУШЧМĠТЮЧТХШră(HJ)ăМЮăКУЮЭШrЮХăМărЮТКăsОăpШЭăТЧЭОrprОЭКăprШ-
cesОХОăПТгТМОăМОăКЮăХШМăьЧăСОЭОrШУШЧМĠТЮЧОКăМОrМОЭКЭăăşТăКăОХЮМТНКăМăТХОă
de sporire a parametrilor dispozitivelor. 
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Fig.1. DОpОЧНОЧĠКălnId=f(Ud) la 
НТПОrТЭОăЭОЦpОrКЭЮrТăНОăЦăsЮrКrО a 
HJăМЮăsЭrКЭЮrТăsЮЛĠТrТăГЧTО/CНTО 

FТР.2.ăDОpОЧНОЧĠКă
2

1

C
=f(U) a HJ cu 

sЭrКЭЮrТăsЮЛĠТrТăГЧTО/CНTОăХКăНТПОrТЭОă
ПrОМЯОЧĠО 

HОЭОrШУШЧМĠТЮЧТХОăГЧTО/CНTОăКЮăПШsЭăШЛĠТЧЮЭОăprТЧăНОpЮЧОrОКăsЭrКturi-
lor de ZnTe prin metoda volumuХЮТăМЯКsТьЧМСТsăpОăsЮpШrЭЮrТăНОăsЭТМХăă
acoperite cu SnO2.ăDЮpăăКМОКsЭК,ăsЭrКЭЮrile de ZnTe s-au tratat chimic 
ьЧăsШХЮĠТОăНОăГЧCХ2 şТăКpШТăЭОrЦТМăХКă400oCăьЧăЯТНăЭТЦpăНОă30ăЦТЧ.ăUХ-
terТШr,ăsОăНОpЮЧОăsЭrКЭЮХăНОăCНTОăprТЧăКМООКşТăЦОЭШНКăьЧăКМОХОКşТăМШЧ-
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НТĠТТăЭОСЧШХШРТМОăьЧăМКrОăs-a atins un randament de conversie a energiei 
sШХКrОăьЧăОЧОrРТОăОХОМЭrТМăăpОЧЭrЮăsЭrЮМЭЮrТХОăCНS/CНTОăНОă10%. 

Pentru КăsЭЮНТКăЦОМКЧТsЦЮХăНОăЭrКЧspШrЭăьЧăsЭrЮМЭЮrТХОăШЛĠТЧЮЭО,ăКЮă
ПШsЭăОПОМЭЮКЭОăЦăsЮrărТХОăМКrКМЭОrТsТМТТ I-U ХКăьЧЭЮЧОrТМăьЧăТЧЭОrЯКХЮХăНОă
ЭОЦpОrКЭЮrăă 100-300 K. Caracteristicile I-Uă ХКă УШЧМĠТЮЧОКă p–n la 
pШХКrТгКrОăНТrОМЭăăsОăНОsМrТЮăМЮ expresia  

)1(exp
nkT

eU
II s

 ,                    (1) 

unde Is ОsЭОăМЮrОЧЭЮХăНОăsКЭЮrКĠТО,ăn −ăПКМЭШrЮХăНОăТНОКХТЭКЭО,ăk – cons-
ЭКЧЭКăBШХЭгЦКЧЧăşТ T −ăЭОЦpОrКЭЮrК.ăCКrКМЭОrТsЭТМКăI-U ьЧăМШШrНШЧКЭОХО 
ХЧIăţăП(U)ăЭrОЛЮТОăsăăprОгТЧЭОăШăНОpОЧНОЧĠă ХТЧТКră.ăÎЧЭr-КНОЯăr,ăМЮЦăsОă
ШЛsОrЯă НТЧăFТР.1,ăКМОКsЭăăХОРТЭКЭОăpОЧЭrЮăЭОЧsТЮЧТХОăКpХТМКЭОăЦКТăЦТМТă
НОă ЯКХШКrОКă pШЭОЧĠТКХЮХЮТă НОă НТПЮгТОă Ud sОă rОspОМЭă.ă SОă ШЛsОrЯăă ЭrОТă
pШrĠТЮЧТă ХТЧТКrО,ăНШЮăăЦКТăЦТМТăpсЧăă ХКă0,25ăVăşТăКХЭКă ХКă ЭОЧsТЮЧТăЦКТă
mari de 0,25 V, care se НОsМrТЮă МЮă ОМЮКĠТКă (1).ă MОМКЧТsЦЮХă НОă
transport este determinat de valorile factorului de idealitate n şТă
МШЦpШrЭКЦОЧЭЮХăМЮrОЧЭЮХЮТăНОăsКЭЮrКĠТОăIs.ăPОЧЭrЮăprТЦКăpШrĠТЮЧОăn = 1 
sЮРОrОКгă НШЦТЧКrОКă МЮrОЧЭЮХЮТă НОă НТПЮгТО.ă PОЧЭrЮă pШrĠТЮЧОКă Кă НШЮК,ă
valorile faМЭШrЮХЮТăНОăТНОКХТЭКЭОăsОăКПХăăьЧЭrОă1,1ăХКă300ăKăşТă2,9ăХКă100ă
K.ăPОЧЭrЮăКМОКsЭăăpШrĠТЮЧОăНТЧăНОpОЧНОЧĠКăХЧ(Is) = f( 1/T) s-a determi-
ЧКЭăОЧОrРТКăНОăКМЭТЯКrОăМКrОăОsЭОăОРКХăăМЮ КprШбТЦКЭТЯăУЮЦăЭКЭОăНТЧăЯК-
loarОКăЛОЧгТТăТЧЭОrгТsО.ăAМОКsЭКăsЮРОrОКгăăМăăЦОcanismul de transport 
pОЧЭrЮă pШrĠТЮЧОКă НКЭăă ОsЭО generare-rОМШЦЛТЧКrОă Кă pЮrЭăЭШrТХШră НОă
sКrМТЧă ьЧărОРТЮЧОКăНОăsКrМТЧăăspКĠТКХă. DТЧăFТР.1ăsОăpШКЭОăШЛsОrЯКăМăă
la tensiuni mai mari (> 0,25 V) apar pШrțТЮЧТХОă sЮЛХТЧТКrОă ьЧă ЭШКЭОă
caracteristicile I-U, indiferОЧЭăНОăЭОЦpОrКЭЮră,ăМЮăЯКХШrТăКХОăПКМЭШrЮХЮТă
de idealitate cu mult mai mari ca 2.ăAМОКsЭăăpШrĠТЮЧОăКăМКrКМЭОrТsЭТМТТăI-
UăpШКЭОă ПТăЛТЧОăНОsМrТsăă ьЧăМШЧЭОбЭЮХă ЭОШrТОТăНОă ТЧУОМĠТОăКă sЭrКЭЮХЮТăНОă
baraj al p-n УШЧМĠТЮЧТТăРrШКsОă(ЮЧНОăРrШsТЦОКăУШЧМĠТЮЧТТăОsЭОămai mare 
НОМсЭă ХЮЧРТЦОКăНОă НТПЮгТО Кă pЮrЭăЭШrТХШr.ă ÎЧă КМОsЭă МКг,ă sОă ТКЮă ьЧăЦШНă
ОбprОsă ьЧă МШЧsТНОrКrОă prШМОsОХОă НОă РОЧОrКrО şТă rОМШЦЛТЧКrОă ьЧă
УШЧМĠТЮЧОКăp-i-n, unde i −ărОprОгТЧЭăăЮЧăsЭrКЭăТЧЭОrЦОНТКrăНОăМШЧНЮМti-
biХТЭКЭОăТЧЭrТЧsОМă,ăpХКsКЭăьЧЭrОăМОХОăНШЮăăНШЦОЧТТăМЮăМШЧНЮМЭТЛТХТЭăĠТăНОă
impЮrТЭăĠТ, НТПОrТЭОăьЧЭrОăОХО.ăPОЧЭrЮăprТЦКăНКЭăăКМОКsЭăăЭОШrТОăКăПШsЭăОХК-
borКЭăăНОăA.ВЮ.ă  Leiderman Д1Ж.ăÎЧăКМОsЭăМКг caracteristicile I-U sunt 
НОsМrТsОăНОăОМЮКțТКμ 

)exp(0 JaWVV                    (2) 
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Parametrul 
tp NqD

a
2

1  este dependent de coeficientul de difuzie a 

pЮrЭăЭШrТХШră ЦТЧШrТЭКrТă ))(( pp q

kT
D şТă НОă МШЧМОЧЭrКĠТКă ТЦpЮrТЭăĠТХШră

КНсЧМТăNt, J ОsЭОă НОЧsТЭКЭОКă НОă МЮrОЧЭ.ă CЮă ОМЮКțТКă (2)ă ОsЭОă pШsТЛТХă Кă
determina parametrul a din caracteristicile I-U: 

WII

S
U

U

a
)(

)ln(

12

1

2

                       (3)
 

Valorile parametrului a ьЧăПЮЧМțТОăНОăЭОЦpОrКЭЮrăăОsЭОăprОгОЧЭКЭăьЧăTКЛОХ.ă 
Tabel  

Valorile parametrului a şТăМШЧМОЧЭrКĠТОТăТЦpЮrТЭăĠТХШr  
Nt ьЧăПЮЧМțТОăНО ЭОЦpОrКЭЮră 

T, K 300 280 260 240 220 200 180 160 140 

a 5.7∙104 11.6∙104 62.8∙104 10∙105 60∙105 10.6∙106 16.6∙106 20∙106 23.5∙106 

Nt, 
cm-3 

3.4 
1015 

1.6 
1015 

3.1 
1014 

9.7 
1013 

3.2 
1013 

1.8 
1013 

1.2 
1013 

9.7 
1012 

8.2 
1012 

Capacitatea p-n КăУШЧМĠТЮЧТТăХКăШăЭОЧsТЮЧОăUăОsЭОăНКЭăăНО rОХКĠТКă[2-4]:  

4,
)(2
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2

1

UU
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unde ND ОsЭОăМШЧМОЧЭrКțТКăТЦpЮrТЭăĠТХШrăНШЧШКrОăьЧăsЭrКЭЮХăНОăsКrМТЧăăspК-
ĠТКХăă (W); q −ă sКrМТЧКă ОХОЦОЧЭКrăă ОХОМЭrТМă,ă ε −ă pОrЦТЭТЯТЭКЭОКă sОЦТcon-
ductorului; A −ăКrТКă УШЧМĠТЮЧТТν Fig.2 prОгТЧЭăăНОpОЧНОЧțКă1/C2= f(U) la 
НТПОrТЭОăПrОМЯОЧĠОăНОăЦăsЮrКrО,ăНТЧăНКЭОХОăprОгОЧЭКЭОăьЧăFТР.2ăs-a estimat 
МШЧМОЧЭrКĠТКă ТЦpЮrТЭăĠТТă НШЧШКrОă (ND) şТă s-Кă ЭrКsКЭăНТsЭrТЛЮĠТКă (ND) pe 
КНсЧМТЦОКăУШЧМțТЮЧТТă(W) (Fig.3).  
 

FТР.3ăDТsЭrТЛЮĠТКăМШЧМОЧЭrКĠТОТăТЦpЮrТЭăĠТХШrăНШЧШКrОăpОăХărРТЦОКărОРТЮЧТТТăНОă
sКrМТЧăăspКĠТКХă a HJ ZnTe / CdTe 
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EМЮКĠТТХОă НОă ЦКТă sЮsă prОsЮpЮЧă НТstribuĠТКă ьЧă rОРТЮЧОКă НОă sКrМТЧăă
spКĠТКХăă sТЭЮКЭăă ьЧЭr-Шă sТЧРЮrăă МШЦpШЧОЧЭăă К УШЧМțТЮЧТТ.ă Studiul 
caracteristicii capacitate-ЭОЧsТЮЧОășТăМКrКМЭОrТsЭТМТТăМЮrОЧЭ-tensiune a HJ 
ГЧTО/CНTОăТЧНТМăăХКăЮЧăЧЮЦărăМШЧsiderabil de centre de recombinare 
КНсЧМТăьЧărОРТЮЧОКăНОăsКrМТЧăăspКĠТКХă. 
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CINETICA TRANZIğIILOR DE FAГĂ DIRIJATĂ  
CU PARAMETRII DE CONTROL  

PRIVIND SUCCESIUNEA STĂRILOR  
INSTABILE-METASTABILE-STABILE 

AХТШЧК ŞVEğ, FКМuХЭКЭОК НО FТгТМă şТ IЧРТЧОrТО 

A parametric description of phase transitions is done by using general 
analytical methods involving the bifurcation (branching) of solutions of 
nonlinear equations in a closed analytical form. The models include one 
order parameter in the Landau-type kinetic potential, and have been 
developed to study the impact of both asymmetry and external field on phase 
transitions in the presence of an intermediate state [1-2]. General analytical 
solutions, their stability and the realization of different transition scenarios 
in the whole parameter plane divided into three and four regions 
respectively, which admit different number of distinct physically acceptable 
solutions, are discussed. 

PОЧЭrЮăsЭЮНТЮХăЭrКЧгТĠТТХШrăНОăПКгă,ăьЧăprОгОЧĠКăЮЧШrăsЭărТăТЧЭОrmedia-
rО,ăsОăМШЧsТНОrăăЮЧăpШЭОЧĠТКХăМТЧОЭТМăМКrОăТЦpХТМăăЮЧăpКrКЦОЭrЮăНОăШrdi-
ЧОăşТăpКЭrЮăpКrКЦОЭrТăНОăМШЧЭrШХăД3Жμ 
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